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(54) Verfahrén und Vorriéht_un'g zum selektiven elektrolytischen Strippen abgeschiedener Metallteile .

(57) Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren zum selektiven elektrolytlschén Strlppen galvanisch abgeschledenef
Schichten. Sie ist dort einsetzbar, wo sich nach einer selektiven Beschichtung die Beseitigung nicht funktionell
benétigter Schichten erforderlich macht, insbesondere an kontinuierlich arbeitenden Bandgalvanikanlagen; Ziel und
Aufgabe des Verfahrens bestehen darin, die partielle Entfernung von Schichten bei gleichzeitiger Abschirmung der
funktionell wesentlichen Flachen zu realisieren. ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe so geldst, daR mittels inerten

_ Blechen, Rohren und ahnlichen aus leitenden Materialien eine partielle Abschlrmung der zu schiitzenden Flichen
_erfolgt Zur Vermeidung von Funkenbildung und zur Verbesserung der Verfahrenseffektlwtat wird die metallische
Abschirmung anodisch mit dem gleichen Potential versehen, welches an das zu entschichtende Werkstiick angelegt - .
~ist. Lo ' . .

o : ISSNM&Z&-@%T SR S o ‘ 'SSeite_nu‘\:



Ti'b_el, ,c_ler : Erfindungi

o Verfahren ‘und Vorrichtung zum gelektiven’ elektrolytiachen
: Strippen abgeaohiedener Mbtalleohichten o
o Anwendungageblet der Erfindung. \ ‘ G
| 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum partlellen elektro- s
. 1lytischen Strippen von flachenhaften Metallteilen, die voll-
o ‘standig in die Stripperlésung eintauchen, -Sie ist anwendbar
. rfdr-alle Metalle, die sich in entsprechenden LSsungen anodisch
, von ihren Grundmaterial abldaen lassen., Besonders effektiv 188t
';‘Jo,sich das ‘Verfahren in kontinuierlich arbeitenden Bandgalvanlk- e
: ~anlagen reallsieren. 4 - ' o o

Charakteristik»dérvbekaﬁnten‘techniséheh Lﬁsungeh:

Bei den’ bekannten Verfahren besondere zum partiellen Galvani-

sieren durch gelektive Tauchverfahren kann die - Benetzung durch y

15den Elektrolyten an den nicht. zu veredelnden Stellen eine ddnne  ﬂ

Schicht des abgeschiedenen Metalls auftreten., Neben dexr mehr :

, ~ oder’ weniger etandig wirkenden. Oberflachenapannung im Elektrolyt-j
-~ system konnen stanztechnische, anlagenbedingte oder ghnliche

L o Aspekte solche ‘Abscheidungen im nicht funktionellen Bereich des

 ‘20;Ga1vanisiergutes hervorrufen und verstiérken, Dieser entstehende

" Flash wirkt sich unter Umsténden negativ auf die technologiache T

 Verarbeitbarkeit des veredelten Objektes und der Okonomie des

 Verfahrens aus. Bei bekannten Verfed ren und Technologien iat

" es deshalb ublich, daB die Materlalien nach der selektiven Be~ ,'f

25 schiohtung mit einper Strlpperlosung behandelt werden. Diese ,“' 

Losung bewirkt zwar das _Entfernen des Flaehes, hat aber auch eine .

" mehr oder weniger starke Ablosung der abgeschiedenen funktlo-'; L

‘nellen Schicht Zur Folge. - : o ©
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Bes Ziel d@r Erflndung besteht damn9 eln Verfahren und eine
Vogrichtung Zu. entwickeln dureh die nur ein Teil des zu ‘be~

| schiohtenden Galvanlsiergates der elektrieohen Wirkung des

Strippers ausgesetzt wird und guf dem weiter zu bearbeitenden

.-Gebiet die funktlonelle Schlcht erhalten bleibt.

} £{:35.

Da?legung des Weaens der Emmindung°

"Daraae leltet smch die teonnlsohe Aufgabe 80 ab, daB das Ver-'
- fahren und die. gich- daraus ergebende Vorrlchtung 80 gestaltet3

wirdg daﬁ die partielle galvaniache Behandlung nur auf dem ST
fir die Weiterbearbeitung notwendigen Teil der flachenhaften-f o
Metalltﬁile erfolgte Erfindungegemaﬁ wird die Aufgabe 80 ge-

18st, das ein elektrolytiacher Stripper. zur Anwendung kommt, e

~ Dabei wird das zu atrmppende Metallteil anodisch gehalten.
'Die nicht Zu strlppenden Geblete werden mit Metallteilen um«f.

ERE

‘geben, die in Art und GroBe dem Gebiet und Teil angepaBt und

aufl das Potential des Zu behandelnden Telles geechaltet werden,

Die Absohirmingsteile verhalten sioh inert gegenliber dem Stripp- -
prozef, Die Mbtallabschlrmung bewirkt, daB ein elekirochemischer . -
hogrifs auf die f“nkﬁi°n°11 abseschledene Schicht verhindert i

”'wird.
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Ausfuhrungsbelspielo_

"D;e Erflmdung soll nachstehend an einem Ausfuhrungsbeiapiel
- n#her erléutert Werden, Dies in der Form, das die Beschreibung

i des Verfahrens und anschlleﬁend die dazu in Anwendung kommende B

I Vorrichtung vorgeetellt wird, PFir die. Beschrelbung wird ein
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Beisplel gewahlt, bei -dem die Heretellung von partiell zu ver- |

- silbermden Trégermaterial zur Produktion von elektronlschen Bau=-
 elementen erfolgt, Dabei . durchlauft das zu beschichtende Tragern‘
- material ein Silberbad, in welches es partiell eintaucht., Dabei

60

entsteht ap dem, Uber dem Badapiegel liegenden Bandteil ein
Smlberflaahs der aus technlschen und okonomiachen Grunden entfernt
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ﬁ'}Lwerden muﬁ. Diee erfolgt eo, das im Silberstripper zwei Titan- 7  ﬁ
,7»'aohienen derart installiert werden, daB sie das selektiv ver—A" ;
"a,edelte Gebiet einschlieBen, Beide. Schierien werden durch Parallel-fﬁ

: achaltung mit dem Tragerband auf. dag gleiche Potentlal gebracht. f{

7'5r ‘f65 Auf dlese Weise sind die gewinsohten Flichen der Wirkung des

__'.Strippers ausgesgtzt. Damit wird der Silberflash entfernt, ohne 4ff
‘\;3das ein weaentlicher Angriff auf d1e funktionelle Silberechicht
o erfolgt.\
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Hv.fi, Verfahren und Vorriahtung zum selektiven elektrelytiachen

¢ daB mittels inerten leitenden Metallteilen eine partielle Ab-
':ff,f,achirmung erfolgt. und eine Abschirmung der nicht zu etrippenden<
'7“;Flachen in Bandgalvamleleranlagen mittels inerten Metallschienen
o vorgenommen wirds -1-”{f - = SR -

3‘“Hﬁg3'_dieae anadiach kuﬂtaktiertwurd.,~

'*‘f‘;ausreichender Salaktivitat der Beaahiohtung mbglich 1st.

. ‘ mfiﬁd@@ﬁﬁnsprﬁaha 3__' ; ERTEARE

2, Varfahren and Vorrichtung zum eelektmvem elektrolytiaohen

s ;btrippem abgeschiedener Metallschichﬁen nach Punkt 1 dedurch

"{3» Verfahren und Vorrichtung zum selektiven elektrolytieoben

251}115f3tr1ppen abgeachiadener Metallachlchten riach Punkt 1 und 2

,_'-,4, Verfahren und Vorrichtung zum. selektiven elektrolytiechen
7’.a;Strippen abgeschiedener Metallachiehten nach Punkt 1 bis 3
. 'dadurch gekenmzeichnet, dag. der Abechirmungamechanismna bei mf
! ?Anwendung von Geatellwaren bei entsprechender Gestellkon- |

Strippen abgeachied&ner Metallachiehtﬂm dadurch gekennzeichnet,;

gekennzeichnet, dag zur Vermeidung von Funkenbildung zwiechen
dem zu entschiehtenden Material und der inerten metalliechen ,
Abschﬁrmung und BT Erhohung des Wirkungsgradas der- Abechirmung:

dadurch gekennzeichnet, daB eine, Flaahentfernung bei night

struktion mbglich ist,.
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